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１. はじめに 六方晶窒化ボロン(hBN)はグラフェンに類似する2次元層状物質であり、約6.0eVの

バンドギャップを有することから、深紫外域の受発光素子用材料や、グラフェン系素子の絶縁層

や基板用の材料として有望である。hBN薄膜を作製する手法として、多結晶バルクを出発材料に

用いた機械的剥離法が現在主に用いられているが[1]、この手法ではマイクロからミリメートルの

小面積しか利用できないという本質的な問題があった。この問題を解決するためには、ウェハス

ケールでhBN薄膜成長を行う技術の開発が不可欠である。これまで化学気相成長(CVD)法を用いた

hBN薄膜成長が主に試みられており、NiやFeなどの金属触媒を用いることが結晶性向上に有効で

あることが知られている[2]。一方、我々は大面積化が容易なパルススパッタ法によるGaN系窒化

物薄膜のエピタキシャル成長技術の開発を行ってきた[3]。今回、パルススパッタ法によるhBN薄

膜成長を行い、金属触媒層の効果を調べたので報告する。 
２．実験方法 基板には c 面サファイアを用いた。バッファ層として 100 nm 厚の AlN 層をエピ

タキシャル成長した後、金属触媒層（Fe）をスパッタ法によって 200 nm 堆積した。BN 薄膜の成

長はパルススパッタ法によって行い、成長温度は 800～900℃に設定した。作製した試料は、ラマ

ン分光、X 線回折(XRD)、光学顕微鏡によって評価した。 
３．結果と考察 金属触媒層無しで AlN 層上に成長した BN 薄膜試料のラマン分光測定を行った

ところ、Fig.1(a)に示すように 1360 cm-1 付近に sp2結合に由来する E2gピークが観測され、hBN 薄

膜の形成が示唆された。しかしながら、その半値幅は 22 cm-1 と大きく、結晶性が低いことが分か 
った。続いて、AlN 層上に Fe 触媒層を堆積し、hBN 薄膜を

成長した。ラマン分光測定を行ったところ、Fe 触媒層の表面

上だけでなく、AlN層上でもhBNのE2gピークが観測された。

これは、供給した BN 原料原子が Fe 触媒層を拡散して Fe/AlN
界面にも析出し、AlN 層上に hBN 薄膜が形成されていること

を示している。E2g ピークの半値幅を調べたところ、Fe 触媒

層表面上の hBN 層は 15 cm-1 であったのに対し、AlN 層上に

形成された hBN 層では 5.4 cm-1 と小さく、結晶性が向上して

いることが明らかになった。この値は、バルクでの報告値(8
～9cm-1)と比較しても遜色なく、本研究で用いた手法が高品

質 hBN 薄膜成長に有効であることを示している。XRD 測定

を行ったところ、hBN の 0002 回折が観測され、c 軸配向成長

していることが分かった。以上の結果から、hBN 薄膜成長で

は、金属触媒層と AlN 層の利用が結晶性向上に寄与すること

が明らかになった。 
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Fig.1 hBN 薄膜のラマンスペクトル：

(a) AlN 層上(金属触媒無し)、(b) Fe 触

媒層上、(c) Fe 触媒層/AlN 層界面 
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